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水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)太陽電池は光照射により効率が低下する光劣化が問題で

ある。光劣化率は膜中のSi-H2結合量に相関があり、光劣化率の抑制には膜中のSi-H2結合を抑制す

る必要がある[1]。筆者らは、高ガス流速度下において、マルチホロー放電の上流領域で堆積した

a-Si:H薄膜のSi-H2/Si-H結合比が抑制されることを明らかにした。本発表では高ガス流速下におけ

るシランプラズマ中で発生したラジカルや高次シラン分子、クラスタなどの粒子の堆積とそれら

の膜質への影響について議論する。 

 実験では、マルチホロー放電プラズマ CVD 法とクラスタ除去フィルタを併用し、Si 基板上に

I層膜を製膜した[2, 3]。SiH4ガス流量を 56–147 sccmとし、圧力は 0.08 Torrとした。周波数 110 MHz、

20 W の高周波電圧を放電電極に印加し、プラズマを

生成した。基板温度は 170℃とした。 

 Fig.1 に a-Si:H 薄膜の表面AFM 像とその RMS ラフ

ネスを示す。RMS ラフネスはガス流速 10.1 m/s では

0.75 nm に対し、26.5 m/s では 0.54 nm と若干小さい。

Fig.2 に AFM 像から求めた高さ高さ相関関数を示す。

相関長はガス流速が 10.1 m/s では 18 nm、26.5 m/s で

は 17 nm であった。これらの結果は、表面付着率が１

で表面移動度が低いクラスタは成膜に寄与していな

いことを示している。従って、高ガス流速下での Si-H2

結合の減少は高い表面移動度を有する高次シランの

成膜への寄与の減少に起因すると考えられる。 

 本研究は AIST および JSPS 科研費 JP26246036 の援

助を受けている。 
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Fig.1. AFM images of a-Si:H thin films 

deposited at (a) 10.1 m/s, (b) 26.5 m/s. 
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Fig.2. HHCF of a-Si:H films deposited at 

(a) 10.1 m/s, (b) 26.5 m/s. 
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